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Abstract: 
We have analyzed theoretically the design of phase 
rnodulators on serniconductors-PIN-structure waveguides. The 
semiconductor material here considered is the InGaAsP. Our 
analysis include a study of the guide width and the 
concentration of carriers in the cover and substrate. 
Modulador y Guía de Ondas. 
Los semiconductores III-V juegan, cada vez más, un papel 
importante en la Optica Integrada, principalmente corno 
dispositivos activos, que es el caso de los moduladores de 
fase. · 
Podernos considerar al modulador corno una guía de tres 
capas, donde el índice de refracción de cada una de las capas 
queda determinado, principalmente, por la concentración de 
Arsénico Y,.s* [ 1-3]. La tensión V8 aplicada, altera la distribución del índice de refracción en el interior de la 
guía, rnodificandose el índice efectivo del modo que se propaga. 
Según la teoría de p~rturbaciones de primer orden 
(An<<n0), un cambio An(x) produce un Aneff que se obtiene a 
partir de la expresión (1): 
1 J: ~· (x) n° (x) ~n (x) dx ~n.u=JoJ • (1) 
n.u . J. e2 (x) dx 
donde n~ffO y E(x) son el índice efectivo y la distribución de 
campo eléctrico, respectivamente, del modo TE que se propaga 
por la guía sin perturbar. Finalmente, a la salida del 
modulador tenernos A<t>=A,8L= (27r/Á) AneffL. L es la longitud del 
dispositivo . 
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